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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次元状に複数の画素領域が形成された一対の電極基板の間に液晶を挟持し、該画素領
域は少なくとも一つの透過表示領域と少なくとも一つの反射表示領域とを有し、該透過表
示領域は少なくとも一辺において該反射表示領域を介在せずに隣りの画素領域の透過表示
領域と隣り合い、該反射表示領域は少なくとも一辺において該透過表示領域を介在せずに
隣りの画素領域の該反射表示領域と隣り合い、隣り合う透過表示領域間と隣り合う反射表
示領域間とは同一直線上にあり、該隣り合う透過表示領域間と隣り合う反射表示領域間と
の直線領域上方に重ねてブラックマトリクスを形成した液晶表示パネルを有する液晶表示
装置において、
　該ブラックマトリクスは、該隣り合う透過表示領域間の直線領域上方では広く、該隣り
合う反射表示領域間の直線領域上方では狭くなるようにマルチ線幅に構成されている液晶
表示装置。
【請求項２】
　二次元状に複数の画素領域が形成された一対の電極基板の間に液晶を挟持し、該画素領
域は少なくとも一つの透過表示領域と少なくとも一つの反射表示領域とを有し、該透過表
示領域は少なくとも一辺において該反射表示領域を介在せずに隣りの画素領域の透過表示
領域と隣り合い、該反射表示領域は少なくとも一辺において該透過表示領域を介在せずに
隣りの画素領域の該反射表示領域と隣り合い、隣り合う透過表示領域間と隣り合う反射表
示領域間とは同一直線上にあり、該隣り合う透過表示領域間と隣り合う反射表示領域間と
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の直線領域上方に重ねてブラックマトリクスを形成した液晶表示パネルを有する液晶表示
装置において、
　該ブラックマトリクスは、該隣り合う透過表示領域間と隣り合う反射表示領域間とのう
ち、該隣り合う透過表示領域間の直線領域上方にのみ形成されている液晶表示装置。
【請求項３】
　前記画素領域、透過表示領域および反射表示領域は共に平面視四角形状であり、該画素
領域が複数に分割されて、その各分割領域に前記透過表示領域と反射表示領域が配置され
ている請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記画素領域は上下または左右に２分割されて、その各分割領域に前記透過表示領域と
反射表示領域が配置されている請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記画素領域は上下または左右に３分割されて、その各分割領域に前記透過表示領域と
反射表示領域が交互に配置されている請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記画素領域は上下および左右に４分割されて、その各分割領域に前記透過表示領域と
反射表示領域が交互に配置されている請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記一対の電極基板のうち、一方電極基板において隣り合う画素領域間の配線部分と、
該一方電極基板に対向した他方電極基板に形成され、前記透過表示領域と反射表示領域と
の段差部の各テーパ領域の少なくともいずれかとを平面視で重ねて配置する請求項１また
は２に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記複数の画素領域がマトリックス状に配置されて、各画素領域はそれぞれ走査配線と
信号配線とで囲まれた領域毎に設けられ、該画素領域毎に、前記透過表示領域に設けられ
た透明電極と、前記反射表示領域に設けられた反射電極と、該走査配線と信号配線の交叉
部近傍位置に設けられて、該走査配線からの走査信号に基づく該信号配線からの信号電圧
により該透明電極と反射電極を駆動するトランジスタ素子とを有する請求項１又は２に記
載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記トランジスタ素子は、前記反射電極で覆われている請求項８に記載の液晶表示装置
。
【請求項１０】
　前記ブラックマトリクスは、前記走査配線または／および信号配線上方に該配線と重な
って設けられている請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記隣り合う透過表示領域間の直線領域上方に形成されたブラックマトリクスの幅は１
０μｍ以上３０μｍ以下の範囲内である請求項１又は２に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記隣り合う反射表示領域間の直線領域上方に形成されたブラックマトリクスの幅は３
μｍ以上１０μｍ以下の範囲内である請求項１又は２に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記隣り合う反射表示領域間の直線領域上方に形成されたブラックマトリクスの幅は、
前記隣り合う透過表示領域間の直線領域上方に形成されたブラックマトリクスの幅よりも
片側で１μｍ以上１５μｍ以下の所定寸法づつ細く形成されている請求項１１に記載の液
晶表示装置。
【請求項１４】
　前記隣り合う透過表示領域間の直線領域上方に形成されたブラックマトリクスの幅は１
８μｍで、前記隣り合う反射表示領域間の直線領域上方に形成されたブラックマトリクス
の幅は６μｍである請求項１１に記載の液晶表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透過表示と反射表示が可能なアクティブマトリクス型の液晶表示装置に関し
、特に、携帯電話装置やカーナビゲーション装置などの中小型高精細モニタ（液晶表示パ
ネル；液晶表示素子）を有する液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上述した従来の液晶表示装置は、薄型でかつ低消費電力という特性から、携帯電話装置
などの携帯電子情報機器を始めとする多くの用途に受け入れられ、数多くの市場を創出し
てきた。
【０００３】
　しかし、これに伴い、市場の要求は年々厳しくなっており、また、エレクトロルミネッ
センス（ＥＬ）や電子ペーパなどの競合技術の出現によって、液晶独自の優位性や高い表
示品位が要求されている。強い外光の元でも暗い場所でも良好な視認性を有する半透過型
表示装置は、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）や電子ペーパでは実現不可能な特性であ
るため、液晶表示装置に対する市場の要求も半透過型液晶表示装置の要求が非常に高くな
っている。
【０００４】
　この半透過型液晶表示装置の構造として、透過型液晶表示装置の透明表示電極（透明電
極）上の一部に反射表示電極（反射電極）が形成されたものがあるが、この場合、反射の
光路長が透過の光路長の２倍になるため、透過／反射両方とも高い表示品位を実現するこ
とができない。その対策として、電極基板の画素領域の中央部を掘り下げ、周辺部に反射
電極を設け、中央部を透過部とし、透過光路長と反射光路長を最適化することで、透過／
反射双方の表示品位を高める技術が特許文献１に開示されている。この構造を以後、ＴＦ
Ｔマルチギャップ構造という。
【０００５】
　図５は従来のＴＦＴマルチギャップ構造の画素部を模式的に示した平面図である。図６
は、図５のＣ－Ｃ線断面図である。
【０００６】
　図５に示すように、ＴＦＴマルチギャップ構造の液晶表示素子１００は、隣接するゲー
ト配線１０１と、隣接するソース配線１０２とで囲まれた領域毎に画素部が配置されて、
複数の画素部がマトリクス状に配置されている。この画素部の領域には中央部の透過領域
１０３とその周辺部の反射領域１０４とが配置されている。これらの透過領域１０３と反
射領域１０４との境界近傍は、マルチギャップを形成するために樹脂段差間にテーパ領域
１０５（図６に図示）が存在し、このテーパ領域１０５が透過にも反射にも寄与しない事
実上の無効表示領域となっている。
【０００７】
　これに対して、前述したように、反射の光路長が透過の光路長の２倍になることに対し
て、近年、透過／反射のセル厚差を対向基板側で形成する技術が採用されている。以後、
この構造を対向マルチギャップ構造とする。
【０００８】
　図７は従来の対向マルチギャップ構造の画素部を模式的に示した平面図である。図８は
、図７のＤ－Ｄ線断面図である。
【０００９】
　図７に示すように、対向マルチギャップ構造の液晶表示素子２００は、隣接するゲート
配線２０１と、隣接するソース配線２０２とで囲まれた領域毎に画素部が配置されて、複
数の画素部がマトリクス状に配置されている。この画素部の領域には透過領域２０３と反
射領域２０４とが平面視で上下に配置されている。
【００１０】
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　この対向マルチギャップ構造では、隣り合う画素部同士の透過領域２０３が隣り合って
いる部分では段差を形成する必要がなく、また、透過領域２０３と反射領域２０４が隣接
する部分で段差を形成する必要があるが、それが隣合う画素部間での段差の場合には、こ
の段差部のテーパ領域２０５（図８に図示）を、ＴＦＴ基板の画素部間の配線部分におけ
る無効表示領域に重ねることが可能である。
【００１１】
　したがって、この対向マルチギャップ構造を用いると、配線部近傍位置まで有効表示領
域として使用可能であることに加え、無効表示領域となる樹脂段差部のテーパ領域（無効
表示領域）は平面視四角形状の透過部４辺のうち１辺のみとなって、構造上無駄が少ない
。テーパ領域による無効表示領域が１辺のみになることから、透過／反射の各開口率を足
し合わせた総合開口率をより高くすることが可能となる。
【特許文献１】特開平１１－３１６３８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記従来のＴＦＴマルチギャップ構造では、絶縁膜を掘り下げることから、透過部の透
明電極は下層にある周囲の配線とリークし易い。それを避けるため、エッチングなどで掘
り下げる部分は周囲の配線と一定以上の距離を取る必要がある。その結果、中央の四角形
状の透過部とその周辺の反射部との段差部において、透過部外周４辺に樹脂のテーパ領域
が存在し、これが透過表示にも反射表示にも寄与しない無効表示領域となるので、構造上
無駄が多く、開口率が低下するという問題があった。
【００１３】
　上記従来の対向マルチギャップ構造では、ソース配線２０２と透過領域２０３とが上下
に重なる領域２０５において、隣接画素部の透過領域２０３同士が反射領域２０４を介さ
ずに隣り合っている。この部分は、液晶セルギャップが反射領域２０４よりも厚く、基板
間に発生する電界は反射領域２０４よりも弱い。このため、基板間の電界に対する隣り合
う画素電極間の電界（横電界）の割合が従来構造より大きくなり、該当箇所は表示特性が
正常箇所と異なってくる。特に、電圧印加状態で黒を表示するノーマリーホワイトモード
、隣接画素部間の電位差が大きいドット反転駆動で特性低下が大きい。
【００１４】
　この特性低下の内容としてはリバースチルトドメインなどがあり、これによってコント
ラストの低下や残像を引き起こし、問題となっていた。該当箇所を電極配線で遮光しても
、配線の反射により反射表示特性に悪影響が発生するため、対向基板側のブラックマトリ
クスで遮光するのが特性上好ましい。しかし、このブラックマトリクスによる遮光には最
大３０マイクロメートル（μｍ）程度の幅のブラックマトリクスが必要であり、この幅で
ブラックマトリクスを形成すると開口率の低下が著しくなる。
【００１５】
　本発明は、上記従来の問題を解決するもので、ドメイン残像などがなく表示品位が高い
透過型表示と、反射率が高く明るい反射型表示とを併せ持つ半透過型液晶表示装置におい
て、透過／反射両方ともコントラスト低下や残像のような問題がなく、しかも反射開口率
の高いより明るい表示を得ることができる液晶表示パネルを有する液晶表示装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の液晶表示装置は、二次元状に複数の画素領域が形成された一対の電極基板の間
に液晶を挟持し、該画素領域は少なくとも一つの透過表示領域と少なくとも一つの反射表
示領域とを有し、該透過表示領域は少なくとも一辺において該反射表示領域を介在せずに
隣りの画素領域の透過表示領域と隣り合い、該反射表示領域は少なくとも一辺において該
透過表示領域を介在せずに隣りの画素領域の該反射表示領域と隣り合い、隣り合う透過表
示領域間と隣り合う反射表示領域間とは同一直線上にあり、該隣り合う透過表示領域間と
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隣り合う反射表示領域間との直線領域上方に重ねてブラックマトリクスを形成した液晶表
示パネルを有する液晶表示装置において、該ブラックマトリクスは、該隣り合う透過表示
領域間の直線領域上方では広く、該隣り合う反射表示領域間の直線領域上方では狭くなる
ようにマルチ線幅に構成されており、そのことにより上記目的が達成される。
【００１７】
　本発明の液晶表示装置は、二次元状に複数の画素領域が形成された一対の電極基板の間
に液晶を挟持し、該画素領域は少なくとも一つの透過表示領域と少なくとも一つの反射表
示領域とを有し、該透過表示領域は少なくとも一辺において該反射表示領域を介在せずに
隣りの画素領域の透過表示領域と隣り合い、該反射表示領域は少なくとも一辺において該
透過表示領域を介在せずに隣りの画素領域の該反射表示領域と隣り合い、隣り合う透過表
示領域間と隣り合う反射表示領域間とは同一直線上にあり、該隣り合う透過表示領域間と
隣り合う反射表示領域間との直線領域上方に重ねてブラックマトリクスを形成した液晶表
示パネルを有する液晶表示装置において、該ブラックマトリクスは、該隣り合う透過表示
領域間と隣り合う反射表示領域間とのうち、該隣り合う透過表示領域間の直線領域上方に
のみ形成されており、そのことにより上記目的が達成される。
【００１８】
　また、本発明の液晶表示装置における画素領域、透過表示領域および反射表示領域は共
に平面視四角形状であり、該画素領域が複数に分割されて、その各分割領域に前記透過表
示領域と反射表示領域が配置されている。
【００１９】
　さらに、本発明の液晶表示装置における画素領域は上下または左右に２分割されて、そ
の各分割領域に前記透過表示領域と反射表示領域が配置されている。
【００２０】
　さらに、本発明の液晶表示装置における画素領域は上下または左右に３分割されて、そ
の各分割領域に前記透過表示領域と反射表示領域が交互に配置されている。
【００２１】
　さらに、本発明の液晶表示装置における画素領域は上下および左右に４分割されて、そ
の各分割領域に前記透過表示領域と反射表示領域が交互に配置されている。
【００２２】
　さらに、本発明の液晶表示装置において、前記一対の電極基板のうち、一方電極基板に
おいて隣り合う画素領域間の配線部分（無効表示領域）と、該一方電極基板に対向した他
方電極基板に形成され、前記透過表示領域と反射表示領域との段差部の各テーパ領域の少
なくともいずれか（無効表示領域）とを平面視で重ねて配置する。
【００２３】
　さらに、本発明の液晶表示装置において、前記複数の画素領域がマトリックス状に配置
されて、各画素領域はそれぞれ走査配線と信号配線とで囲まれた領域毎に設けられ、該画
素領域毎に、前記透過表示領域に設けられた透明電極と、前記反射表示領域に設けられた
反射電極と、該走査配線と信号配線の交叉部近傍位置に設けられて、該走査配線からの走
査信号に基づく該信号配線からの信号電圧により該透明電極と反射電極を駆動するトラン
ジスタ素子とを有する。
【００２４】
　さらに、本発明の液晶表示装置におけるトランジスタ素子は、前記反射電極で覆われて
いる。
【００２５】
　さらに、本発明の液晶表示装置におけるブラックマトリクスは、前記走査配線または／
および信号配線上方に該配線と重なって設けられている。
【００２６】
　さらに、本発明の液晶表示装置において、前記隣り合う透過表示領域間の直線領域上方
に形成されたブラックマトリクスの幅寸法は１０μｍ以上３０μｍ以下の範囲内である。
【００２７】
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　さらに、本発明の液晶表示装置において、前記隣り合う反射表示領域間の直線領域上方
に形成されたブラックマトリクスの幅は３μｍ以上１０μｍ以下の範囲内である。
【００２８】
　さらに、本発明の液晶表示装置において、前記隣り合う反射表示領域間の直線領域上方
に形成されたブラックマトリクスの幅寸法は、前記隣り合う透過表示領域間の直線領域上
方に形成されたブラックマトリクスの幅よりも片側で１μｍ以上１５μｍ以下の所定寸法
づつ細く形成されている。
【００２９】
　さらに、本発明の液晶表示装置において、前記隣り合う透過表示領域間の直線領域上方
に形成されたブラックマトリクスの幅寸法は１８μｍで、前記隣り合う反射表示領域間の
直線領域上方に形成されたブラックマトリクスの幅寸法は６μｍである。
【００３０】
　上記構成により、以下、本発明の作用を説明する。
【００３１】
　隣接画素部の境界近傍の液晶分子は、隣接画素部間の電位差または電極の下層に配置さ
れた配線からの漏れ電界の影響で発生した横電界によって配向が乱され、表示品位低下の
要因となる。対向マルチギャップ構造において、隣接画素部の透過部同士が反射部を介さ
ず隣り合っている場合、電極基板間の電界が弱いために配向乱れ量は反射部より大きくな
る。このように、反射部では横電界によるリバースチルトドメインが殆ど発生せず、従来
は遮光の必要がないにもかかわらず透過部と同じ幅のブラックマトリクスを配置していた
ため、開口率を落としていた。
【００３２】
　本発明においては、隣り合う透過部と、隣り合う反射部とが共にブラックマトリクスを
介して隣接するマルチギャップ型半透過液晶表示装置において、このブラックマトリクス
の幅を透過部で太く、反射部で細くなるように形成している。
【００３３】
　このように、本発明のブラックマトリクスＢＭでは、透過部には広い配向乱れを隠すた
めに広いブラックマトリクスＢＭを配置し、反射部には狭い配向乱れを隠すために狭いブ
ラックマトリクスＢＭを配置するため、必要最小限の遮光領域で最大限の開口率と適正な
表示品位を得ることが可能となる。
【００３４】
　また、液晶セルのモード、駆動、電極の位置関係によっては、隣り合う透過部間には配
向乱れが発生するが、隣り合う反射部間には配向乱れが発生しない構成もあり、この場合
に、隣り合う透過部間の直線上のみにブラックマトリクスＢＭを配置し、隣り合う反射部
間の直線上にはブラックマトリクスＢＭがない構造にすることも可能である。これによっ
て、必要最小限の遮光領域で、最大限の開口率と適正な表示品位を得ることが可能となる
。
【００３５】
　したがって、透過部は隣接画素間のドメインを遮光して、残像などの発生のない高コン
トラストの表示を得ることが可能となり、反射部はブラックマトリクスの幅を最大限細く
したり無くしたりすることにより反射部の開口率をより高くして、より明るい表示を得る
ことが可能となる。
【発明の効果】
【００３６】
　以上により、本発明のよれば、同一直線上に形成されたブラックマトリクスが透過部同
士が隣り合う領域で広く、反射部同士が隣り合う領域で狭くしたり無くしたりするため、
横電界に起因する透過部間の配向異常を確実に遮光し、かつ反射部は必要以上の遮光を施
さないことにより、より高い開口率を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
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【図１】本発明の実施形態１における液晶表示素子の要部構成例を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【図４】本発明の実施形態２における液晶表示素子の要部構成例を示す平面図である。
【図５】従来のＴＦＴマルチギャップ構造の画素部を模式的に示した平面図である。
【図６】図５のＣ－Ｃ線断面図である。
【図７】従来の対向マルチギャップ構造の画素部を模式的に示した平面図である。
【図８】図７のＤ－Ｄ線断面図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１，１１　ゲート配線
　２，１２　ソース配線
　３，１３　ＩＴＯ透明電極
　４，１４　Ａｌ反射電極
　５，１５　ＴＦＴ素子
　６，１６　ブラックマトリクス
　６ａ　幅広部
　６ｂ　幅狭部
　１０，２０　液晶表示素子
　１０３，２０３　透過領域
　１０４，２０４　反射領域
　１０５，２０５　テーパ領域
　５０１　ゲート配線
　５０２　層間絶縁膜
　５０３　ドレイン電極
　５０４　ソース配線
　５０５　絶縁膜
　５０６　透明電極
　５０７　反射電極
　５０８　液晶
　５０９　対向基板
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下に、本発明の実施形態１，２における液晶表示装置の液晶表示素子（液晶表示パネ
ル）について図面を参照しながら説明する。
（実施形態１）
　図１は本発明の実施形態１における液晶表示素子の要部構成例を示す平面図である。図
２は図１のＡ－Ａ線断面図、図３は図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【００４０】
　図１に示すように、対向マルチギャップ構造の液晶表示素子１０は、一方の電極基板と
してのＴＦＴ基板側において、複数の画素領域（画素部）が二次元状でマトリックス状に
配置され、各画素部はそれぞれ、タングステンとタンタルよりなる走査配線としてのゲー
ト配線１と、チタンとアルミニウムよりなる信号配線としてのソース配線２とで囲まれた
領域毎に設けられている。この画素部は平面視四角形状であり、画素部毎に、このソース
配線２の上層に、絶縁層を介して形成された平面視四角形状の透明表示領域を構成するＩ
ＴＯ透明電極３と、さらにその上に形成された平面視四角形状の反射表示領域を構成する
Ａｌ反射電極４と、上記ゲート配線１とソース配線２の交叉部近傍位置に形成され、各画
素部のＩＴＯ透明電極３およびＡｌ反射電極４を駆動するためのトランジスタ素子として
のＴＦＴ素子５とを有している。これらのＩＴＯ透明電極３およびＡｌ反射電極４は各画
素領域（画素部）の平面に沿った方向に上下に配置されている。
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【００４１】
　この画素部は、例えば画素ピッチが左右５０μｍ、上下１５０μｍである。隣接する画
素部間はリーク防止のために３μｍの隙間を設け、ＩＴＯ透明電極３のサイズは左右４７
μｍ、上下１４７μｍである。また、配線幅はゲート配線１、ソース配線２ともに幅が９
μｍで、ＩＴＯ透明電極３の辺とゲート配線１、ＩＴＯ透明電極３の辺とソース配線２の
オーバーラップ量はいずれも３μｍである。また、各画素部毎の反射領域（Ａｌ反射電極
４）は画素部の下側で画素部全領域の約１／３程度の面積比率を占め、Ａｌ反射電極４の
寸法は左右４５μｍ、上下４６μｍである。Ａｌ反射電極４はＴＦＴ素子５の上層に設け
られ、基板表面側（表示画面側）から見ると、いわゆる平面視でＴＦＴ素子５はＡｌ反射
電極４の下側（裏側）に隠れる構造となっている。なお、Ａｌ反射電極４はオーバーエッ
チング対策として、ＩＴＯ透明電極３よりも平面視で左右方向に１μｍ内側に設けている
。
【００４２】
　一方電極基板のＴＦＴ基板と他方電極基板の対向基板とを、それぞれの電極表面に配向
膜を塗布して、これにラビング処理を施した後、ＴＦＴ基板側の電極と対向基板側の電極
との電極同士が相対するように貼り合わせられる。このラビング処理の方向は、ＴＦＴ基
板側が例えば図１の下方向、対向基板側が例えば図１の上方向とする。セルギャップは、
透過部（ＩＴＯ透明電極３）で４．６μｍ、反射部（Ａｌ反射電極４）で２．３μｍのマ
ルチギャップ構造としている。これらの透過部と反射部のセルギャップ（段差）は、ＴＦ
Ｔ基板および対向基板どちらに設けてもよいが、本実施形態１では対向基板側に段差部を
設けている。隣合う画素部間において、ＴＦＴ基板の画素部間の配線部分における無効表
示領域と、対向基板における段差間のテーパ領域による無効表示領域とを、平面視におい
て重ねるように配置する。
【００４３】
　この対向基板５０９（図２に図示）にはカラーフィルタ（不図示）、遮光用のブラック
マトリクス６が形成される。本実施形態１では、表示面内のセルギャップ保持は対向基板
側のフォトスペーサで行い、表示部の外周のセルギャップ保持は熱硬化型エポキシ系シー
ル材に混入したガラススペーサで行う。また、このシール材はパネル外周のうち液晶注入
口を除いた部分に設けられ、液晶の注入口より液晶材料を真空注入により注入した後、紫
外線（ＵＶ）硬化型アクリル系封止材にて注入口を封止し、内部に液晶を封入する。液晶
材料はΔｎ＝０．０７１２、Δε＝７．３のネマチック液晶材料を用いる。
【００４４】
　画素部としてＩＴＯ透明電極３とＡｌ反射電極４とが平面視で上領域と下領域とに配置
され、これに隣接する画素部としてＩＴＯ透明電極３とＡｌ反射電極４とが平面視で上領
域と下領域とに配置され、二つの隣り合う画素部間は同一直線（ソース配線２）上にあり
、表示画面側から見た平面視において、ソース配線２の手前側にソース配線２を覆うよう
にブラックマトリクス６が配設されている。このブラックマトリクス６の幅は、透過部（
左右に隣り合うＩＴＯ透明電極３間の直線領域）で広く（幅広部６ａ）、反射部（左右に
隣り合うＡｌ反射電極４間の直線領域）で狭く（幅狭部６ｂ）なるようなマルチ線幅（幅
広部６ａと幅狭部６ｂ）に構成されている。
【００４５】
　この場合に、透過部側のブラックマトリクス６の幅は１０μｍ以上３０μｍ以下（また
は未満）の範囲内であることが好ましい。前述したように配線幅は９μｍである。ブラッ
クマトリクス６の幅が１０μｍ未満であれば、ブラックマトリクス６を従来のようにスト
レートで作製した場合に比べて、特性上優位性がなくなる。また、透過領域の配向乱れの
発生幅は、セルギャップ、画素間距離、駆動、材料特性等によって異なるが、最大でも幅
２０μｍの範囲に納まるため、２枚の基板の貼り合わせ時の左右ずれを各５μｍとすると
、最大３０μｍの幅のブラックマトリクスがあれば、前記条件に拠らず確実に良好な表示
を得ることが可能である。さらに、好ましくは、透過部側のブラックマトリクス６の幅は
１０μｍ以上２０μｍ以下（または未満）である。
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【００４６】
　また、反射部側のブラックマトリクス６の幅は３μｍ以上１０μｍ以下（または未満）
の範囲内であることが好ましい。反射部のブラックマトリクスはリバースチルト遮光と混
色防止のために設けられるが、プロセス上発生するズレが３μｍ程度あるため、色レジス
トが隣接する部分の混色を完全に防止するには最低３μｍのブラックマトリクスが必要で
ある。また、反射領域の配向乱れの発生幅は、セルギャップ、画素間距離、駆動、材料特
性等によって異なるが、基板の貼り合わせズレを考慮しても最大でも幅１０μｍの範囲を
遮光すれば、充分良好な反射特性を得ることが可能である。さらに、好ましくは、反射部
側のブラックマトリクス６の幅は６μｍ以上１０μｍ以下である。
【００４７】
　さらに、反射部側のブラックマトリクス６の幅は、透過部側のブラックマトリクス６の
幅よりも片側１μｍ以上１５μｍ以下（または未満）の範囲内の所定寸法づつ細い構造で
あることが望ましい。これが１μｍ未満であれば、製造時の仕上りでブラックマトリクス
６が直線形状になってしまう可能性があり、この場合にも本発明の特徴構成が発揮できな
い。また、透過領域と反射領域の配向乱れの発生幅の差は、セルギャップ、画素間距離、
駆動、材料特性等によって異なるが、最大でも１５μｍ以内（または未満）であり、これ
以上差を大きくしても透過表示品位は向上せず、透過開口率を損なうだけである。
【００４８】
　具体例について説明すると、本実施形態１の液晶表示装置１０を、白電圧１．２Ｖ、黒
電圧３．７Ｖでドット反転駆動した場合、ソース配線２の透過領域において、８μｍの幅
でドメイン残像が発生する。その対策として、プロセス上の嵌合ズレマージンを左右５μ
ｍと見積り、平面視においてソース配線２が下方中心に重なるように、ブラックマトリク
ス６の幅を、透過部側（隣り合うＩＴＯ透明電極３間の直線領域）で幅１８μｍ、反射部
側（隣り合うＡｌ反射電極４間の直線領域）で幅６μｍとした結果、透過／反射の表示と
もドメイン残像は一切確認されなかった。また、従来のように幅１８μｍのブラックマト
リクスを一様に配置した場合、反射領域の面積は上下４６μｍ、左右３２μｍで１４７２
平方μｍであったのに対し、本実施例では上下４６μｍ、左右４４μｍの２０２４平方μ
ｍとなり、反射領域の面積を従来より約４０％向上させることができた。
（実施形態２）
　上記実施形態１では、隣り合う透過部（ＩＴＯ透明電極３）間には広い配向乱れを隠す
ためにブラックマトリクス６の幅を広くし、隣り合う反射部（Ａｌ反射電極４）間には狭
い配向乱れを隠すためにブラックマトリクス６の幅を狭くした場合について説明したが、
本実施形態２では、液晶セルのモード、駆動、電極の位置関係によっては、隣り合う透過
部（ＩＴＯ透明電極）間には液晶の配向乱れが発生するが、隣り合う反射部（Ａｌ反射電
極）間には液晶の配向乱れが発生しない構成の場合もあり得る。この場合に、隣り合う透
過部（ＩＴＯ透明電極）間にのみブラックマトリクスを配置し、隣り合う反射部（Ａｌ反
射電極）間にはブラックマトリクスがない構造としてもよい。図４は、本発明の実施形態
２における液晶表示素子の要部構成例を示す平面図である。
【００４９】
　図４において、対向マルチギャップ構造の液晶表示素子２０は、一対の電極基板のうち
の一方の電極基板としてのＴＦＴ基板側において、複数の画素部がマトリックス状に配置
され、各画素部はそれぞれ、タングステンとタンタルよりなるゲート配線１１と、チタン
とアルミニウムよりなるソース配線１２とで囲まれた領域毎に設けられている。この画素
部毎に、このソース配線１２の上層に、絶縁層を介して形成された平面視四角形上側の透
明表示領域を構成するＩＴＯ透明電極１３と、さらにその上に形成された平面視四角形下
側の反射表示領域を構成するＡｌ反射電極１４と、上記ゲート配線１１とソース配線１２
の交叉部近傍位置に形成され、画素部のＩＴＯ透明電極１３およびＡｌ反射電極１４を駆
動するためのトランジスタ素子としてのＴＦＴ素子１５とを有している。
【００５０】
　上記一方電極基板のＴＦＴ基板と、これに対向する他方電極基板の対向基板とを、それ
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ぞれの電極表面に配向膜を塗布して、これにラビング処理を施した後、ＴＦＴ基板側の電
極と対向基板側の電極との電極同士が相対するように貼り合わせられる。このラビング処
理の方向は、ＴＦＴ基板側が図４の下方向、対向基板側が図４の上方向とする。セルギャ
ップは、透過部４．６μｍ、反射部２．３μｍのマルチギャップ構造とする。透過部と反
射部のセルギャップの差は、ＴＦＴ基板側、対向基板側どちらに設けてもよいが、本実施
形態２では対向基板側に段差を設けている。
【００５１】
　対向基板側にはカラーフィルタ、遮光用のブラックマトリクス１６が形成される。本実
施形態２では、表示面内のセルギャップ保持は対向基板側のフォトスペーサで行い、表示
部の外周のセルギャップ保持は熱硬化型エポキシ系シール材に混入したガラススペーサで
行う。また、シール材はパネル外周のうち液晶注入口を除いた部分に設けられ、注入口よ
り液晶材料を真空注入により注入した後、紫外線（ＵＶ）硬化型アクリル系封止材にて注
入口を封止し、基板内部に液晶を封入する。液晶材料はΔｎ＝０．０７１２、Δε＝７．
３のネマチック液晶材料を用いる。
【００５２】
　本実施形態２では、反射部（隣接するＡｌ反射電極１４間を含む領域）にはブラックマ
トリクス１６を配置せず、透過部（隣接するＩＴＯ透明電極１３間を含む領域）のみにの
ブラックマトリクス１６を配置する。基板の貼り合わせにズレによって混色が生じる可能
性があるが、ブラックマトリクスによる反射開口率ロスは生じないため、色純度より明る
さを重視した用途に向く構造である。
【００５３】
　以上により、本実施形態１、２によれば、ドメイン残像などがなく表示品位が高い透過
型表示と、反射率が高く明るい反射型表示とを併せ持つマルチギャップ型半透過液晶表示
装置において、ブラックマトリクス６の幅を、隣り合うＩＴＯ透明電極３間の直線領域（
透過部に重なるソース配線２の長手方向に沿った直線領域）上では太く、隣り合うＡｌ反
射電極４間の直線領域（反射部に重なるソース配線２の長手方向に沿った直線領域）上で
は細くなるように形成したり、または、ブラックマトリクス１６を、隣り合うＩＴＯ透明
電極１３間の直線領域（透過部に重なるソース配線２の長手方向に沿った直線領域）上で
のみ形成し、隣り合うＡｌ反射電極１４間の直線領域（反射部に重なるソース配線２の長
手方向に沿った直線領域）上では形成しないようにしたりている。このため、透過部は隣
接画素間のドメインを遮光して、残像などの発生のない高コントラストの表示を得ること
ができ、反射部はブラックマトリクスの幅を最大限細くしたり無くしたりすることにより
反射部の開口率をより高くして、より明るい表示を得ることができる。
【００５４】
　なお、本実施形態１，２では、画素領域は、透過表示領域を構成するＩＴＯ透明電極と
、反射表示領域を構成するＡｌ反射電極に上下に２分割する構成としたが、これに限らず
、画素領域は、透過表示領域を構成するＩＴＯ透明電極と、反射表示領域を構成するＡｌ
反射電極に左右に２分割する構成にしてもよい。この場合には、ブラックマトリクスは走
査配線であるゲート配線上方に重なるように左右方向に設けられることになり、隣り合う
透過表示領域間の直線領域上では広く、隣り合う反射表示領域間の直線領域上では狭くな
るようにマルチ線幅に構成される。または、ブラックマトリクスは、隣り合う透過表示領
域間の直線領域上方にのみ形成され、隣り合う反射表示領域間の直線領域上方には形成さ
れない。
【００５５】
　また、画素領域は、透過表示領域と反射表示領域に上下または左右に交互に３分割され
ていてもよい。この場合、例えば透過表示領域、反射表示領域および透過表示領域の順で
交互に、またはび反射表示領域、透過表示領域および反射表示領域の順で交互に上下方向
または左右方向に画素領域が３分割される。
【００５６】
　さらに、画素領域は、透過表示領域と反射表示領域に上下および左右に交互に４分割（
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十文字に４分割）されていてもよい。この場合、例えば画素領域の上側が透過表示領域と
反射表示領域の順に左側から配置され、画素領域の下側が反射表示領域と透過表示領域の
順に左側から配置されて４分割される。即ち同じ表示領域が斜め方向に存在していること
になる。
【００５７】
　要は、平面視四角形状の画素領域は、平面視四角形状の透過表示領域と平面視四角形状
の反射表示領域とに複数に分割されていればよい。この場合に、隣り合う二つの画素領域
間において、ブラックマトリクスが、隣り合う透過表示領域間の直線領域上方では広く、
隣り合う反射表示領域間の直線領域上方では狭くなるようにマルチ線幅に構成される。ま
たは、ブラックマトリクスは、隣り合う透過表示領域間の直線領域上方にのみ形成され、
隣り合う反射表示領域間の直線領域上方には形成されない。
【００５８】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態１，２を用いて本発明を例示してきたが、本
発明は、この実施形態１，２に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請
求の範囲によってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本
発明の具体的な好ましい実施形態１，２の記載から、本発明の記載および技術常識に基づ
いて等価な範囲を実施することができることが理解される。本明細書において引用した特
許、特許出願および文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様
にその内容が本明細書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、半透過型アクティブマトリクス型の液晶表示装置に関し、特に、携帯電話装
置やカーナビゲーション装置などの中小型高精細モニタを有する液晶表示装置の分野にお
いて、透過部は隣接画素間のドメインを遮光して、残像などの発生のない高コントラスト
の表示を得ることができ、反射部はブラックマトリクスの幅を最大限細くしたり無くした
りすることにより反射部の開口率をより高くして、より明るい表示を得ることができる。
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